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Fig. 1

(57) Abstract: The invention relates to a wafer depositing assembly (1) for an epitaxial reactor for producing a semiconductor wafer
with at least one epitaxial layer, wherein the layer depositing assembly (1) has a perforated susceptor unit (1.1) and a preheat ring
(1.2), and the perforated susceptor unit (1.1) has a perforated susceptor unit upper face (1.12) and a perforated susceptor unit lower
face (1.13). At least during an epitaxial depositing mode, (i) the preheat ring (1.2) at least partly surrounds the perforated susceptor unit
(1.1) in spaced relation thereto via a gap unit (1.3), in particular in the form of an air gap ring, and the perforated susceptor unit (1.1) is
designed to rotate relative to the preheat ring (1.2) about a vertical axis of the perforated susceptor unit (1.1) at a specifiable rotational
speed, and (ii) the layer depositing assembly (1) additionally comprises at least one seal ring unit (1.4) which is provided on the layer
depositing assembly (1) and is designed to provide a physical barrier unit on the gap unit (1 .3) between the perforated susceptor unit
upper face (1.12) and the perforated susceptor unit lower face (1.13).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Schichtabscheideanordnung (1) fiir einen epi-Reaktor zur Herstellung einer Halb-
leiterscheibe mit wenigstens einer epitaktischen Schicht, wobei die Schichtabscheideanordnung (1) eine Lochsuszeptoreinheit (1.1) und
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einen Preheatring (1.2) umfasst, wobei die Lochsuszeptoreinheit (1.1) eine Lochsuszeptoreinheitoberseite (1.12) und eine Lochsuszep-
toreinheitunterseite (1.13) aufweist, wobei, wenigstens wéhrend eines epi-Abscheide-Modus, (i) der Preheatring (1.2) die Lochsuszep-
toreinheit (1.1) liber eine Spalteinheit (1.3), insbesondere in Form eines Luftspaltringes, beabstandet wenigstens abschnittsweise um-
gibt, wobei die Lochsuszeptoreinheit (1.1) dazu ausgebildet ist, sich mit einer vorgebbaren Drehgeschwindigkeit um eine Hohenach-
se der Lochsuszeptoreinheit (1.1) gegeniiber dem Preheatring (1.2) zu drehen, und (ii) die Schichtabscheideanordnung (1) weiterhin
wenigstens eine Dichtringeinheit (1.4) umfasst, die an der Schichtabscheideanordnung (1) derart angeordnet und dazu ausgebildet ist,
an der Spalteinheit (1.3) eine physische Barriereeinheit zwischen der Lochsuszeptoreinheitoberseite (1.12) und der Lochsuszeptorein-
heitunterseite (1.13) bereitzustellen.




